
高性能・低損失チップ「Xシリーズ/VシリーズIGBT+SiC-SBD」で構成

MTET0-3160c

SiCを使用したSBD（ショットキーバリアダイオード）と、Siを使用したIGBT（絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）で構成される
ハイブリッドSiCモジュールです。定格電圧1200Vと1700Vで幅広い系列を用意し、様々な産業用機器の省エネや小型化に
貢献します。

※ハイブリッドSiCモジュールを採用した主変換装置（JR東海殿と共同開発）を
　N700系車両に搭載しています。



安全に関するご注意
＊ご使用の前に，「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか，当社またはお買上の販売店にご相談のうえ，正しくご使用ください。
＊取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。
輸出に関してのお願い：本品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法（リスト規制・キャッチオール規制に関する政令・省令・通達等を含む）及び米国再輸出規制（直接製品規制を含む）

に従って、輸出許可又は承認が必要な場合は取得の上、輸出願います。
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1. 大幅な損失低減

製品系列 1200V/1700V

幅 220mm×2台

2台を1台に削減

幅 220mm

従来の Siデバイスに比べてダイオードのスイッチン
グ損失と IGBT のターンオン損失の大幅な低減が可
能となり、電力変換装置の大幅な省エネに貢献。
当社製インバータ※1 において、デバイストータル
損失を従来機種比で 28％低減。

2. 高出力化・小型化

従来の Siデバイスに比べ高周波動作が可能。
これによりフィルタなど周辺部品の小型化、
設備の省スペース化に貢献。
また、従来に比べ、同損失・同サイズで高
出力化を実現。

当社製インバータ※1 において、単機容量を
315kW から 450kW へ拡大するなど、装置
サイズを変えずに容量拡大が可能。
それにより、装置の設置台数を削減。
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※1 大容量インバータ「FRENIC-VGシリーズ スタックタイプ（690V系列）」
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